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１．概要（Summary） 

我々はシリコンのピエゾ抵抗効果を利用した微小高感

度なMEMS力センサを実現してきた[1-2]。特に厚さがサ

ブミクロンのカンチレバー型の差圧センサは 0.1 Pa 以下

の感度を有する。これらのセンサは SOI ウェハから製作さ

れる。プロセスにおいて、ハンドルシリコン層をエッチング

する際、センサチップの四方を細い梁で支える構造を形

成し、ガラス層をエッチングした後、梁を割ることでチップ

化していた。そのため、梁構造を形成するのに必要な余

分な面積がチップ上で必要となり、チップを密に配置でき

なかった。また梁構造を割る際にシリコンの細かい破片が

出てしまうことがあった。そのため、本研究ではステレスダ

イシングを用いて、ウェハをカットし、チップ化することを目

的とした。 
 

２．実験（Experimental） 
チップ化プロセスを確立することを目的とし、ピエゾ抵

抗型カンチレバーを用いた差圧センサを試作した。カン

チレバーの製作のため用いたフォトマスクは、東京大学

VDEC の高速大面積電子線描画装置（F5112+VD01）
を用いて作製した。またダイシングには東京大学 VDEC
のステレスダイサを用いた。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

1 インチ角ウェハの中に 15×15 個のセンサチップ構造

を配置し、ダイシングによってチップ化できることを確認し

た。 
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